
 

UTST装置における球状トカマクへのCT入射による密度・回転制御実験	
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 to control density and rotation on UTST device 
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背景・目的 
	
 東京大学UTST装置において、中心ソレノイドを用い
ずに立ち上げた球状トカマク（ST）プラズマへのNBI
による追加熱・電流駆動実験が行われているが、効率

的な入射のためには密度の増加が不可欠である。そこ

で本研究では磁化同軸プラズマガン（MCPG）を用いて、
STへの粒子供給を目的とした径方向／接線方向のスフ
ェロマック（CT）入射を行う。 
 
実験装置 
	
 この実験で使用したMCPGは、バイアスコイルを内部
電極内側に持ち、ガス導入ポートは注入ガスが電極間

で対流する構造である。今回のCT入射実験では、UTST
装置で生成されるSTは、プラズマ電流20〜30kA、磁気
軸上のトロイダル磁場は0.15〜0.2Tであり、図２のよう
に径方向に入射を行う。 

実験結果 
	
 本実験では、STに対するCT射出速度に焦点を絞り、
実験を行った。CTの射出速度はフラックスループを用
いて計測し、STへのCT入射の様子をハイスピードカメ
ラにより撮影することで観測した。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
まとめ 
	
 約30km/s程度の入射速度により、UTST装置によって
生成されるSTの内部にCTが入射できる可能性が示唆さ
れた。今後は、電子密度の変化、接線方向への入射に

よるフローの変化について計測を行い、検討を進める。 

  Capacity [F] Voltage [V] Velocity [km/s] 
Gun 100×10-6 15×103 

30〜40 
Bias 1.6×10-3 500 
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 MCPG概観図	
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図 2	
 UTST装置概観図	
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図 4 カメラによる CT入射の様子	
  

表 1 各種パラメータ	
  

図 3 バイアスコイル及びMCPGに流れる電波形 
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